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本研究では，ナノスケール領域における材料の配置技術の解決
とデバイス作製法の開発を⽬的に電気化学的⼿法によるナノ単結
晶の作製を⾏ってきた。この「ナノ電解法」1を利⽤することで，
ギャップ部分を架橋するようにナノ単結晶を作製することが可能
であり，ソース・ドレイン電極間をナノ単結晶で架橋したデバイ
スの作製が可能である。電解結晶成⻑法を基にしたナノ電解法は
多くの有機導電体材料に展開可能で，絶縁体，半導体から⾦属的
なバンドを持つ材料まで，多様な電⼦特性を有するナノ単結晶の
作製が可能である。今回は新規有機材料を⽤いたナノ単結晶の構
築の試みとその特性について報告する。 

ナノ電解法にはこれまでと同様，専⽤の電解セル（図１）2及
び 5 µmギャップの⽩⾦電極基板を⽤いた。原料溶液をシリンジフィルターを⽤いてセルに加え，
交流を印加し電解を⾏った。マグネシウムフタロシアニン
（Mg(Pc)）を⽤いた電解では，図２のように電極間にナノ
単結晶が成⻑することが分かった。 

これらの結晶は交流条件で電極間に成⻑させた後，基板
を洗浄・乾燥し，電気分解で⽤いた２つの電極をそれぞれソ
ース，ドレイン電極として⽤いることが出来る。酸化膜付き
シリコン基板のシリコン層をゲート電極とすることでトラン
ジスタ構造も得ることが可能である。そこでこの構造を利⽤
してナノ単結晶の電⼦特性を調べた。 

これらのナノ電解法の詳細，電⼦特性について報告す
る。 
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図１：ナノ電解セル

図２：Mg(Pc)を出発原料としてナノ電解法で
作製したナノ単結晶。交流を⽤いることで，電
極間のみに成⻑することが分かった。
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